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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП С АВТОЭЛЕКТРОННОИ
ЭМИССИЕЙ

Эффективность лекций, посвященных изучению кристаллического строения тел,
автоэлектронной эмиссии, безлинзовых микроскопов, можно значительно повысить,
если использовать демонстрационный мпкроскоп с автоэлектронной эмиссией (элек-
тронный проектор).

Демонстрационный микроскоп с автоэлектронноп эмиссией намп изготовлен из
телевизионного кинескопа с диаметром экрана 18 см (18ЛК, ЛК-726). В кинескопе
электронную пушку заменяют дужкой из вольфрамовой проволоки диаметром 0,2 мм
(рис. 1). К середине дужки приваривают вольфрамовую иглу из проволоки диаметром
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Рис. 1.

0,1 мм. Заострение иглы осуществляют методом автоматического электрохимического
травления. Для достижения необходимого вакуума в колбе прибора (10~8—10~9 мм
рт. ст.) используют геттер в виде вольфрамовой проволочки (диаметром 0,2 мм) с раз-
мещенными на ней титановыми бусинками (см. рис. 1).

Для откачивания колбы была использована вакуумная установка, состоящая
из форвакуумного насоса типа ВН-461, диффузионного насоса типа ММ-40 и азотного
уловителя.

После отпаивания колбы от вакуумной установки дальнейшее повышение вакуума
осуществлялось геттером, через одну из нитей которого пропускался ток силой 2,7—
2,8 α в течение нескольких часов.

Для проведения демонстраций собирается установка, показанная на рис. 2.
В состав установки, кроме электронного проектора, входит регулируемый источник
постоянного напряжения (до 4 вв) и микроамперметр (со шкалой 0—10 мка). Анод
проектора подсоединяется к источнику питания через ограничивающий резистор
с сопротивлением 30—50 Мом-

Перед проведением опыта через нить катода проектора пропускают ток силой
до 5 α в течение нескольких десятков секунд. При этом игла прогревается, ее кончик
становится монокристаллическим и приобретает округленную форму.

После этого, включив источник высокого напряжения, плавно устанавливают
такое напряжение на аноде, при котором ток через прибор не превышал бы 5—7 мка.
На экране при этом получают увеличенное эмиссионное изображение поверхности
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катода, отражающее симметрию крпсталлическоп структуры острия (рис. 3) Полу-
чаемое увеличение составляет порядка 800 000 X

Ч

Рис 2. Рис 3.

Проводимые в течение года опыты с описанным электронным проектором показашп
высокую его надежность. Ухудшения вакуума в колбе за этот срок нами не замечено
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НОВЫЕ ЛЕКЦИОННЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ПО ФИЗИКЕ

1. «ПРОСВЕТЛЕНИЕ ОПТИКИ» НА САНТИМЕТРОВЫХ ВОЛНАХ

Как известно, для уменьшения отражения света от поверхности оптических
стекол последние покрываются слоем диэлектрика, толщина покрытия делается равной
нечетному числу четвертей длины волны света в диэлектрике, а относительная электри-
ческая проницаемость последнего равна (см. х) 8j = ~]/~ё, где ε — относительная про-
ницаемость стекла, окруженного воздухом (ε2 = 1).

В области длин волн видимого света трудно показать влияние толщины слоя
диэлектрика на степень просветления, на сантиметровых волнах опыт осуществляется
без труда.

Рупорные антенны генератора (Г) и приемника (Я) сантиметровых волн уста-
навливаются вертикально на расстоянии 2—3 м друг от друга (рис. 1, а).

Над рупорной антенной приемника устанавливается стеклянная пластина (С),
полностью перекрывающая отверстие рупора и имеющая толщину в несколько см
(ε « 6) Четвертьволновый просветляющий слой создается с помощью жидкости,
в нашем случае бензола (ει = 2,28), который вливается в тонкостенную стеклянную
кювету, установленную на пластине. Перед началом опыта отмечают (при пустой кюве-
те) интенсивность проходящего сквозь нее сигнала. Затем медленно заполняют кювету
бензолом. При этом коэффициент пропускания системы изменяется и проходит через
максимум, когда толщина слоя бензола делается равной нечетному числу четвертей
длины волны света в бензоле:

На рис. 2 показана зависимость интенсивности / проходящего сигнала от толщи-
ны слоя бензола h (кривая 2).


